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半導体中の結晶欠陥はデバイス特性を劣化させるため, 

その密度を極限まで低減させることが求められている。そ

のためには半導体内部の結晶欠陥の種類や密度を

Transmission Electron Microscopy: TEM 等にて解析

する必要がある。しかし，現在では半導体の微細化や複

雑化によりこれらの解析は非常に難しいものとなっている。

本課題では微細領域における TEM 観察を目的として，

Focused Ion Beam: FIB により任意の微小領域の薄膜

加工を行い TEM 試料を作成した。 

１．概要（Summary） 

 

電子線リソグラフィにより加工したライン＆スペースパタ

ーン付化合物半導体基板上に異種半導体材料を選択エ

ピタキシャル成長させ，産総研ナノプロセシング施設の日

立ハイテクノロジー社製 FB-2100 により FIB 薄膜加工を

行った。試料は Fig.1 に示すトレンチ形状であり，図の加

工された半導体の断面(赤い点線で示された断面)の結晶

構造観察ができるよう薄化した。試料はμサンプリング法

によって基板から取り出し，W(タングステン)デポによりメッ

シュ上へ接着した後，80 nm 程度の膜厚まで薄膜化した。

その後， 200 kV TEM により微細トレンチの断面観察を

行った。 

２．実験（Experimental） 

 

Fig. 1 Schematics of sample structure. 
 

Fig.2に観察した断面TEM像を示す．成長した半導体

は側面および上面に結晶面が形成されていることが分か

る。また，TEM 観察により選択成長させた半導体層は無

転移であることが分かった。今後は更に選択成長した半

導体の組成や電気特性の評価を行っていく必要がある。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 

Fig.2 Cross sectional TEM image of the 
semiconductor. 
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